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ВСТУП

Квантово - розмірні структури стали за останні роки одними з основних 

об'єктів досліджень і розробок з фізики, техніки та технології 

напівпровідників. Використання органічних люмінофорів поступово 

зменшується, на зміну їм приходять нові люмінофори - металеві, 

напівпровідникові і вуглецеві наночастинки. Основними перевагами для 

прикладного застосування напівпровідникових нанокристалів є висока 

квантова ефективність фотолюмінесценції, висока фотостабільність, широкі 

спектральні смуги поглинання при вузьких смугах випромінювання, 

положенням яких можна керувати, змінюючи величину забороненої зони. 

Особливого значення набувають напівпровідники групи А2В6, леговані 

перехідними елементами (Сг, Ми, Те, Со, N1). Незаповнені Зсі-оболонки іонів 

цих металів характеризуються внутрішньоцентровими переходами 

електронів. Наявність таких переходів призводить до появи відповідних смуг 

в спектрах поглинання та люмінесценції. Унікальні оптичні властивості, такі 

як: вузький спектр випромінювання, велике стоксівське зміщення, високий 

квантовий вихід і фотостійкість, значна чутливість і біосумісність роблять 

напівпровідникові наночастинки альтернативою в застосуванні сучасних 

флуоресцентних методів візуалізації в нанобіології і наномедицині, кількість 

робіт по дослідженню нових матеріалів стає дедалі більшою.

Разом з тим, виробництво квантових точок зустрічає ряд складнощів, 

пов'язаних з неідеальними характеристиками створених нанокристалів. У 

процесі росту нанокристали набувають різних розмірів, внаслідок чого, смуга 

випромінювання розширюється. На поверхні нанокристалів можуть 

утворитися дефектні стани, які виявляються за наявністю широких смуг в 

довгохвильовій області спектру випромінювання. Токсичність 

напівпровідникових наноструктур також обмежує їх застосування у 

біотехнологіях.
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Основна причина лавиноподібного наростання кількості робіт в цій 

галузі - поява унікальних методів хімічного синтезу наночастинок з 

надзвичайно вузьким розподілом за розмірами, наприклад [1], синтез в 

звернених міцелах, колоїдних нанореакторах, в полімерних матрицях і т.ін.

У даній роботі представлені результати спектральних досліджень 

напівпровідникових квантових точок 2 п8, 2п5:Ре отриманих методом 

колоїдного хімічного синтезу.

Основуючись на досягнутих результатах вивчення монокристалів групи 

А2В6 легованих перехідними елементами [2,3,4,5], перспективним видається 

вивчення нанокристалів цієї групи і застосування їх на практиці. Метою 

даної роботи є розробка технології отримання нанокристалів 7п8, 7п8:Ре і 

дослідження їх оптичних характеристик, таких як поглинання, 

люмінесценція.
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Висновки

1. Методом колоїдного синтезу одержані нанорозмірні кристали Кп8,

2. Дослідженнями спектрів оптичного поглинання встановлена 

залежність ширини забороненої зони від складу реагуючих 

компонентів та проведена оцінка розмірів НК.

3. Встановлена відповідність спектрів довгохвильової люмінесценції 

чистих і легованих залізом НК та монокристалів 7п8, 2п8:Ре.

гп8:Ве.
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